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1． はじめに 

 近年、オンチップ光配線の実現に向けてシリコンフォトニクスへの期待が高まっており、

Si基板上の高効率発光デバイスの実現が求められている。Ge は Siと同様に間接遷移型半導体

であるが、引っ張り歪みによって強い直接遷移発光を得られる。これまでに我々は、歪み

Ge-on-Si p-i-n ダイオードから高効率の室温 EL 発光が得られることを報告したが[1]、活性層

に量子井戸構造を導入することで発光強度増大が期待出来る。しかしながら、Ge上の歪みSiGe

層の臨界膜厚は非常に薄く、量子井戸構造の作製はこれまで困難であったが我々はパターニ

ング法による臨界膜厚の増加を報告した[2]。本研究では、Ge-on-Si(111)上に歪み SiGe/Ge 多重

量子井戸構造を作製し、パターニング法によるクラック発生の抑制に成功したのでその結果

を報告する。 

 

2． 実験方法、結果と考察 

   2段階成長法を用いて Ge-on-Si (111)を作

製した。Si (111)基板上に固体ソース MBE

を用いて低温 Ge 層(40 nm、400℃)、高温 Ge

層(500 nm、700℃)を成長させ、成長後 800℃

で 10 分間アニールを行った。作製した

Ge-on-Si (111)基板にフォトリソグラフィー

により、メサパターンを形成した。パター

ン形成後、Ge バッファ層(50 nm)、Pをドー

プした Si0.1Ge0.9障壁層(6 nm)、Ge 井戸層(10 

nm)を 350℃で 15 周期成長させた。クラッ

ク発生の比較のため、同時成長でパターニ

ングを施していない基板も作製した。 

  Fig. 2 に作製した SiGe/Ge 多重量子井戸構

造のレーザー顕微鏡像を示す。パターニン

グをしていない基板ではクラックが発生し

ていることが確認できた。一方でパターニ

ングをした基板においてはクラックが抑制

できていることがわかる。発光デバイス作

製に向けて、クラック発生の抑制は不可欠

であり、今回の結果はデバイス応用に有効であるといえる。 
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Fig. 1 Si0.1Ge0.9/Ge MQWs grown on Ge-on-Si (111) 

Fig. 2 Laser microscope (LM) surface images for 
Si0.1Ge0.9/Ge MQWs on Ge-on-Si(111) (a) 
without and (b) with patterning.  
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